
BDY89 

Typ tranzystora: tranzystor 
krzemowy 

Firma: SIEMENS 

Wykonanie: dwa tranzystory 
krzemowe dyfuzyjne n-p-n 
średniej mocy w jednej obu-
dowie 9A4 (SOT-9) z 4 wy-
prowadzeniami, kolektor po-
łączony elektrycznie z obu-
dową, ciężar około 9 G 

Zastosowanie: stopnie koń-
cowe m.cz. i przełączające 
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Wartości charakterystyczne1' 
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przy U C B l = 60 V 
przy UCE = 60 V, RKlE2 = 150 

U B l E 2 < . +0,4 V, tcase = 150°C 
przy I c = 200 mA, pomiar impulsem 

tp = 200 fis, V = 1% 
Przy I B l = h2 =  2  m A  

przy hi = hi - 2 m A 

przy 
przy 
przy 

: 4 A, 
• 4 mA, / B l 

10 mA 
= 10 mA 

Ic 
IC 

Ic = 0,5 A, UCB = 2 V 
(/i21E2 otwarte) 

przy I c = 4 A, f / c £ = 2 V, (h2 1 E 2 otwarte) 
przy Ic = 8 A, UCE = 4 V, /i21E2 otwarte) 
przy / c = 4 A, t/CE = 2 V 
przy / c = 0,3 A, t/CE = 2 V, / = 1 MHz 

Wartości graniczne 

UcBl max 60 V IC max 8 A 
UcBl max 60 V Ibi max 0,5 A 
UcERiX) max 602) V p tot max 353) W 
UcE2 0 max 60 V V max 200 °c 
Uei Bi 0 max 7 V I^-th j—c max 4,4 °c/w 
U El B2 0 max 7 V *stg - 6 5 + + 200 °c 

*> tcase = 25°C 
2 ) RB2 F.2 < 150 fi, Ł/fl! E2 < 0,4 V 
3> tcase = 45°C 



Rys. 1-442. Charakterystyka maksymalnej 
mocy strat w zależności od temperatury 

obudowy 

Rys. 1-443. Charakterystyka dopuszczalnej 
obciążalności w zależności od czasu trwania 

impulsu 

Rys. 1-444. Dopuszczalny zakres pracy przy Rys. 1-445. Dopuszczalny zakres pracy przy 
^case 4 5 C 
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Rys. 1-446. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 
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Rys. 1-447. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-448. Zależność prądu kolektora od 
napięcia nasycenia kolektora 

Rys. 1-449. Zależność prądu kolektora od 
napięcia pomiędzy bazą pierwszego i emiterem 

drugiego tranzystora 


